Mikrorechentechnik

é,rn

ist das Vorhan-
1 folgender MeBmittel von Vor-

‘TTL-Priifstift fiir positive und negative
Impulse mit Impulsfalle.

einem Emulator und einem zweiten
er ist, sofern vorhanden, die ge-
e Hardware durch Erstellung von
MImer (Z. B. PIO-Initialisie-
ng, Ein/Ausgabe) systematisch und
scker werden die auf dem Master-
erstellten Programme in den
-Bereich des PC/M-Computers
sind von diesem abzuarbeiten.
ngsgemiiBemn Aufbau kann der
~dem diese Moglichkeit nicht
steht, nach vollendeter In-

fortabel fiberpriifbar. Uber den Emu-

Ei__fortabler Personalcomputer
den erfahrenen Amateur (5)

Zu bohren sind die Leiterplatten vorran-
gig mit einem 0,8-mm-Bohrer. Die ent-
sprechend notwendigen Durchkontaktie-
rungen, die bei voll bestiickter Leiter-
platte durch die IS-Pins realisiert wer-
den, sollte man in' der Erpobungsphase
durch eingelitete Drahtstiicke ersetzen.
Vor dem Bestiicken der Platten unter-
sucht man diese auf Haarrisse und Lei-
tungsschliisse. Das hat besonders griind-
lich auf der Bestiickungsseite zu erfol-
gen, da eingelotete Bauelemente die Mehr-
zahl der Leiterziige verdecken. Gelbtet
wurde mit einer Lotnadel 12 V/8 W. Es
ist auf eine schlanke, gut verzinnte
und zunderfreie Lotspitze zu achten.

Bei der Inbetriebnahme der einzelnen
Funktionsgruppen sollten als erstes im-
mer die Spannungen an den [S-Pins und
die Stromaufnahme der Baugruppen ge-
messen werden. Dann sind die einzelnen
Signale und Pegel im Signalzweig zu
kontrollieren. Um die einwandfreie
Funktion aller Baugruppen zu gewihrlei-
sten, miissen alle vorgesehenen Stiitzkon-
densatoren (Bestiickungsplan) bestiickt
werden.

Zentrale Platine

Begonnen wird mit der Realisierung der
Durchkontaktierungen auf der zentralen
Platine. Wenn nur ein 64-KByte-dRAM-
Block bestiickt werden soll, ist zu beach-
ten, daB auch die sonst durch die Pins
der IS des zweiten und dritten Blocks zu
realisierenden Durchkontaktierungen
auszufiihren sind. Das gleiche gilt fiir die
EPROM-Fassungen, bei denen wegen
ihrer Bauform bestiickungsseitig nicht ge-
litet werden kann. AnschlieBend werden
die Steckverbinder und die IS-Fassungen
fiir die EPROMs eingelotet. Nun kann
man den Bus unter Beriicksichtigung der
von Bauelementen =zu realisierenden
Durchkontaktierungen auf galvanischen
Durchgang sowie auf Kurzschliisse zwi-
schen den einzelnen Leitungen priifen
und die auf dem Bestiickungsplan ausge-
wiesenen Briicken einsetzen.

Die zentrale Platine kann nun systema-
tisch bestiickt und getestet werden
(Bild 4). Zuniichst bestiickt man den
Quarzoszillator (D1.1) einschlieBlich des
4:1-Teilers (D2), die Reset-Logik (D3.2)
und den NMI-Generator (D4.1, D60.2,
D3.1). Am Ausgang des Oszillators ist die
Frequenz von 10,0 MHz zu kontrollieren
und mit C1 eventuell abzugleichen. Am
Lotauge fiir Pin 6 der CPU muB der
2,5-MHz-Takt mit den geforderten Pegel-
und Flankenverhiltnissen (pull up) anlie-
gen. Beim Einschalten der Betriebsspan-
nung + 5 V muB am Lotauge fiir Pin 26 der
CPU ein Reset-Impuls (power on) mit
einer Breite des Impulses unter 2 ms lie-

cooocobODO

i

i

e 90 0 0 0 8ld

¢ o0 00O0CO0O0O0O0CDOCOOOOCOGOQ®S S0 oo




- _N—'U”- . i

o W

o

B e

PR

T D M T e e A ST DL . o W 1 CE DI

SEr s

Mikrorechentechnik

gen, letzteres, um den Refresh fir die dy-
namischen Speicher zu garantieren. Die
Kontrolle des NMI-Generators erfolgt zu
einen spiiteren Zeitpunkt im Zusammen-
hang mit der Software (Betriebssystem).
Nun konnen die Bustreiber D6 bis D8
eingelttet werden. Ihre Funktion kontrol-
liert man durch statisches Anlegen von
Low- bzw. High-Pegel an die Bustreiber-
einginge und durch Nachmessen der Pe-
gel an den Ausgiingen. Wird Pin 11 des
Gatters D1.2 auf Low gelegt, miissen
sich die Ausgiinge der Bustreiber D6 bis
D8 im hochohmigen Zustand befin-
den.

Nach dieser Priifung ist die CPU einzuld-
ten. Der Datenbus liegt auf High-Pegel.
Damit liest die CPU nach dem Reset-Im-
puls RST 38-Befehle, und der gesamte
Speicherbereich wird mit 0039H be-
schrieben. Dieser Umstand hat ein zykli-
sches Durchlaufen des gesamten AdreB-
bereiches zur Folge und ermdglicht die
Kontrolle verschiedener Impulsfolgen. Es
werden die AdreBleitungen A0 bis AlS
an den Ausgingen der Bustreiber D6 bis
D8 kontrolliert. Die an A0 anliegende
Pulsfolge muB die hiichste Frequenz auf-
weisen, mit ansteigender AdreBreihen-
folge liegt an jeder AdreBleitung je die
halbe Frequenz der vorhergehenden
Adresse. Auch an den Steuersignalaus-
gingen /RD, /MREQ und /M1 miissen
Impulsfolgen vorhanden sein.

Dieser Kontrolle schlieBt sich der Aufbau

Bild 8b: Layout der Leiterseite der Platine fir
die Bildschirmansteuerung
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von Bootstraplader, Speicherblockselekt-

port, Uberblendlogik und AdreBdekodie-

rung fiir die EPROMs an. Dazu werden

die Bauelemente D9, D10, D11, D12 und

D53 eingeldtet. An den Ausgiingen der

Dekoder D10 (Ausgiinge 0 bis 7) und D11

(Ausgiéinge 0 bis 3) miissen jeweils ver-

setzt zueinander Pulsfolgen erkennbar

sein. Die Signale an den Ausgiingen 0 bis
3 von D11 entsprechen den /OE-Signalen

der EPROMSs und kinnen an Pin 20 der

jeweiligen EPROM-Fassungen iiberpriift

werden. Dabei nimmt mit Aktivieren des

entsprechenden /OE-Signals auch das
/CE-Signal fiir die EPROMs (Pin 18) Low

ein. Dazu muB das Speicherblockselekt-

port (DS 8212 D) durch den Reset-Im-

puls beim Einschalten zuriickgesetzt sein

(alle Ausgiinge = Low-Pegel). Die Signale

/OE und /CE diirfen nur bei /RD = Low

aktiv sein.

Nun kann man die restlichen Bauele-

mente der Systemseite (auBer den

dRAMSs) bestiicken. Anhand der Impuls-
diagramme (Bild 28, 29) wird das Zeitver-
halten der Signale /RAS, /CAS0, /CAS],

/CAS2, /WR (Pin 3 von D52.4) und SEL
(Multiplexer Pin 1) kontrolliert. Nach
dieser Kontrolle erfolgt die Bestiickung
der IS des ersten dRAM-Blockes. Sollten
sich beim spiiteren Test des kompletten
PC/M-Computers Speicherzellen nicht
beschreiben lassen oder verlieren diese
ihre Information, miissen noch einmal
die Impulsbilder gepriift und eventuell
C2 veriindert werden.

Beim Aufbau weiterer Exemplare des PC/
M-Computers zeigte sich, daB die Bestiik-

kung mit dRAMs unterschie '
steller zu Schwierigkeiten mit
CAS-Signalbildung und .dlmitr
Schreib- und Lesefehlern fiihre
Innerhalb einer Speicherbank sollten k
nesfalls unterschiedliche Typen e
setzt werden. Bei einigen U 2164 D
es erforderlich, die RAS-Leitung an
Speichern mit einem ,pull-up“-Wi
stand von 5600 zu versehen bzw.
(DL 000 D) durch einen D 100D
D 200D zu ersetzen. Unlnmhiode
der Bestiickung der drei Speich
lassen sich durch separate Verzoge
kapazititen (100 pF bis etwa 1 n.F)
an den CAS-Leitungen uultlcichm:
Verwendung von sowjetischer
K 565 RY 5 bewiihrte sich die im S
laufplan angegebene Dlmmammmng.
Mit dem eventuellen Bestiicken und
sten des zweiten und dritten dRAM-EB i
kes ist der systemseitige Aufbau der zeﬁ- b
tralen Platine abgeschlossen. i
Nun werden der 1/0-AdreBdekode: i
(D54), die Bauelemente der Tonaumba;
(D60.1, VT1) sowie die Bauelemente der
IFSS-Schnittstellen (D61, A2 bis AS,
VT2 bis VTS, passive BE) eingel6tet. Am
AdreBdekoder D54 (DS 8205 D) sind die
8 zeitlich zueinander versetzten /CE-Si-
gnale (Pin 7, 9 bis 12) zu kontrollieren.
Diese Signale liegen u.nnbhmglg yon |
/IORQ an, da die peripheren Baustein
(P10, CTC, S10) das Signal /IORQ d
zu ihrer Aktivierung verwenden.
man andere als oben genannte Syst
bausteine ein, miissen deren « Ak
rungssignale mit /IORQ w.'.rkaﬂpﬁ
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